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■ 研究の概要
　本プロジェクトは、本研究グループが推進してきた革新
的技術開発を基盤として、リスクの認知と解析、リスク低減
技術の開発、リスクの管理と伝達により総合的に安全･安
心な社会の実現に貢献する事を目的としています。具体的
には、企業ならびに行政機関との連携を含めて構造材料と
環境の適合性に関わる複数のプロジェクト並びに過酷事
故影響低減技術開発とその製品化に関する複数のプロ
ジェクトを並行して推進致します。

■ 研究の特色
　カーボンニュートラルに向けての技術開発への社会的
要請が高まる中、本プロジェクトでも積極的にグリーンテク
ノロジーに取組みます。炭酸ガス排出を極限的に低下させ
るアンモニア燃焼発電に関わる材料技術や、国家としての
基幹であるエネルギーの安定供給に向けて原子力発電設
備の再稼働・供用期間延長における材料リスク課題に取
組みます。又、原子力エネルギーの活用に不可避なバック
エンド技術としての放射性廃棄物処分の安全性確保や、過
酷事故時の影響拡大防止設備や環境汚染抑制設備の高
性能化を図ります。設備や機器開発に関しては、特に中小
企業との連携を深め、世界に通用する中小企業固有技術
の開発力強化を積極的に支援いたします。産官が直面する
喫急の課題解決を目指したプロジェクトをOJTとして推進
し、多様な課題解決型プロジェクトによる若手技術者養成

とリスク低減システムの技術相談・学術指導を含めて網羅
的に実施することが特色です。

■ 期待される成果・展開先
（１）カーボンニュートラルに向けた新たなアンモニア燃焼

技術開発に伴う発電設備に発生する新たな材料損傷
機序の解明・評価を行うとともに、それを基盤とした対
策技術をアンモニア燃焼発電設備に適用し、長期安
定運用を実現いたします。　

（２）カーボンニュートラル時代におけるエネルギーの長期安
定供給に向けた原子力発電設備の再稼働、供用期間
延長並びに火力発電設備の高経年化に伴う材料リスク
評価・対策技術を発電設備に適用し、構造健全性・安
全性並びに経済性に優れた発電設備を実現します。

（３）原子炉の稼働並びに原子力エネルギーの活用に不可
避な高レベル放射性廃棄物の処分における金属製
オーバーパックの超長期耐久性評価手法を開発いた
します。

（４）過酷事故時の影響拡大防止設備や環境汚染抑制設
備の高性能化技術開発を推進します。

（５）中小企業の世界に通用する固有技術開発の支援を行
います。

（６）プロジェクト遂行によるOJTを通して、課題解決に必要
な幅広い知識を有するとともに、深い専門知識を併せ
持つ人材の育成（養賢塾の開設）が期待されます。

多様化するリスクに対応する革新技術の開発
―安全で持続可能な社会実現のために―
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　廃炉並びに過酷事故対応の除染及び放射
性廃棄物処理技術開発の一つとして、熱水酸
化による放射性物質の分離と廃棄物の飛躍的
減量並びに保管法のシステム開発に成功した。

■ 研究の概要
　世界最高水準のクリーンルーム施設を有するNICHe未

来情報産業研究館を活用して、東北大学が長年培い世界

をリードしてきた半導体分野における装置・プロセス・デバ

イス・回路にかかわる総合技術のさらなる深化発展を図る

とともに、先進的な超高性能センサ技術の実用化開発を行

います。また、クリールーム施設・装置をオープンイノベー

ションの場として提供いたします。

■ 研究の特色
　半導体集積回路、センサの分野においては、世界中で激

しい開発競争が日々繰り広げられています。こうした中で圧

倒的な性能を有する技術を創出・実用化していくために

は、単発の技術開発だけではなく、必要となるシステム、回

路、デバイス、プロセス、装置、部品、材料、計測、インフラ・

ユーティリティーのすべての開発を同時並行的に推進して

いくことが不可欠であると考えています。NICHe未来情報産

業研究館は、こうした総合的な開発を企業と連携して効果

的に行うことのできる、世界的にも卓越した開発研究の場

です。新規コア技術が継続的に創出され特許権利化されて

きたことが最大の求心力・競争力の原点となっています。

■ 期待される成果・展開先
　このプロジェクトの成果は広範囲な産業分野への展開

が図られます。高性能シリコンCMOSプロセス・デバイス技

術は、高速低消費電力集積回路に適応され、電子情報産

業の高度化に寄与します。センサ技術は、人間の目をはる

かに超えた物理限界に迫る高感度・広ダイナミックレンジ・

高速・広光波長帯域・高信頼性をもった高性能高機能イ

メージセンサとしてさまざまな分野に利用されると同時に、

東北放射光施設で使用される世界最高性能の軟X線検出

イメージセンサの創出も行います。大規模短時間高精度統

計的デバイス特性計測技術は、高精度アナログ・高信頼性

メモリ半導体の開発現場で威力を発揮します。また、ウルト

ラクリーン半導体製造インフラ技術は、上記技術群を支え

る基盤技術となるだけでなく、異業種の製造業への水平展

開を積極的に推進しています。

クリーンルーム整備共用化の推進と
半導体製造技術・センサ技術の開発
Comprehensive development of advanced technologies of 
semiconductor infra-structures, processes, devices and sensors

プロジェクト期間 令和元年4月1日～令和7年3月31日

本格型｜研究プロジェクト

CONTACT yasuyuki.shirai.b8@tohoku.ac.jp http://www.fff.niche.tohoku.ac.jp/022-795-3977
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